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Telefunken Diode BAV20 Datasheet
BAV 17 bis BAV 21
Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Anwendungen: Aligemein
Abmessungen in mm
Esthods. LN ]
Normgehause
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- 28 - 1% = 38 =
nEw

Bestempelung: Klartex! oder Farbcodierung nach Pro electron

Absolute Grenzdaten
Spafrspannung
BAV 1T
BAV 18
BAV 18
BAV 20
BAV 21

DurehlaBstrom

StoBdurchlaBstrom
fu 21 *iTJ =25°C

SpitzenduchlaBstrom
f=50Hz

Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperaturbaraeich
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JEDEC DO 35

Gewicht max 0,15 g
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Telefunken Diode BAV20 Datasheet

BAV 17 bis BAV 21
Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Sperrschichtumgebung
=4 mm, T, = konstant Ry 350 KW
Kenngriben
TI = 25 °C, falls nicht anders angegeben
DurchlaBspannung
I, =100 mA U 1 W
Sperrstram
U= 20V BAVIT by 100 A
U= 50V BAV18 [ 100 nA
U, =100V BAV18 [ 100 nA,
Uy=150V BAV 20 [ 100 nA
U,=200V BAV k 100 nA
- 150 °C
Up= 20V BAVIT Iy 15 HA
U,= 50V BAV18 A 15 HA
U, =100V BAV 18 L 15 HA
U, =150V BAV 20 Iy 15 uly
U, =200V BAVI1 Iy 15 HA
Durchbruchspannung
I =100 pA BAV 17 [.I'IEHI" 25 W
BAV 18 U.am” &0 v
BAV 18 Uy 120 v
BAV 20 Umm“ 200 W
BAV 21 Ugr," 250 'l
Diodenkapazitat
U, =0, f=1MHz c, 15 pF
Differentieller DurchlaBwiderstand
.= 10mA r 5 Q
Rickwarsarholzeit
=l =30mA, i, =3 mé, R =100 0 t, 50 ns

+=0011,=03ms
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